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講 師︓⼤⼭研司 ⽒（茨城⼤学・教授） 
タイトル︓新しい原⼦イメージング法︓⽩⾊中性⼦ホログラフィー 
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     （参加⼈数により部屋は変更になるかもしれません） 
要旨︓ 

半導体に代表される機能性材料では、微少量の異種元素ドープによりその物
性を制御している。また強相関電⼦系においても、新奇物性探査では組成制御
が重要になる。通常はドーパントを含めた平均構造で結晶構造を捉えているが、
実際には異種元素ドープにより周囲の格⼦が歪んでいるはずであり、その局所
的な構造の理解が重要であろうことは容易に想像できる。原⼦分解能ホログラ
フィーは、特定の元素（ドーパント）周囲の 20Å程度の原⼦構造を三次元的に
可視化できる⼿法であり、これを⽤いて、近年、特に⽇本において局所構造理
解が急速に発展している。⼀⽅で、代表的半導体 B ドープ Si のように、H, B, 
Li などの軽元素は材料科学、物質科学において重要な役割を果たしているが、
X 線、電⼦線では物質中の軽元素の観測は困難である。我々は、⼤強度陽⼦加
速器 J-PARC（茨城県東海村）での⽩⾊中性⼦を⽤いることで、中性⼦での原
⼦分解能ホログラフィーを実現した。これにより、B などの軽元素ドーパント
周りの原⼦構造や、ドーパント周りの軽元素構造の観測に成功し、熱電材料
0.25 mol % B ドープ Mg2X(X:Si, Sn)、強相関電⼦系 2 mol % Sm ドープ
RB6 (R: Yb, La)、パワー半導体 0.06 mol % B ドープ SiC など様々なドープ
系物質で、局所構造理解とドーパントが格⼦に与える影響を解明してきた。本
セミナーでは、ホログラフィーが物質科学にどう役に⽴つのか、その原理、中
性⼦ホログラフィーでしか得られない最近の成果、などについて説明する。 
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